














HYDROGEN-ION IMPLANTATION INDUCED LOW RESISTIVE LAYER 
 IN POTASSIUM NIOBATE BULK SINGLE CRYSTAL AND PERSISTENT PHOTOCONDUCTIVITY 
 
新川輝 





Origins of low resistivity in H-ion implanted KNbO3 bulk single crystals are studied by elastic recoil 
detection analysis and Van der Pauw methods. After the H-ion implantation, the sheet resistance decreased 
by three orders of magnitude to 2.3×105 Ω/□. The hydrogen concentration near the surface estimated is 
5.1×1014 cm-2 for un-implanted, 5.6×1014 cm-2 for as-implanted, 3.4×1014 cm-2 for 150 ºC annealed 
samples, respectively, indicating that a part of hydrogen is diffused out by annealing. The low resistive 
layer induced in H-ion implanted KNbO3 suggests the existence of a shallow energy level related to the 
complex defect consisting of hydrogen interstitial and the proton induced defect such as oxygen vacancy. 
Persistent photoconductivity was observed in H-ion implanted KNbO3 bulk single crystals by excitation 
using LEDs with various wavelengths.  


























出発材料は KNbO3バルク単結晶(ドイツ Surface.net 製)を用






b=5.721, c=3.974 Åである[5]。結晶構造図を図1に示す。 
 















図2  Hイオン注入KNbO3のTRIMシミュレーション 
 





図3  未注入KNbO3とHイオン注入後のKNbO3 
 
3. 光吸収測定 









              
図4 KNbO3の光吸収スペクトル 




















条件は2 Vを印加し1分後、各種LED(紫外: 365 nm, 3.40 eV、
青: 470 nm, 2.64 eV、緑: 520 nm, 2.38 eV、赤: 625 nm, 1.98 





























































































すべてのスペクトルは LED未照射時(0 sec)の電流値を 0とし、
1周期目の飽和電流値を1として規格化を行った。飽和電流値に
対する LEDを OFFにしてから 600 sec後の電流値の割合を表 2






図5  Hイオン注入KNbO3のPPC測定結果 
 
























                          (1) 
 
Y : 表面付近での1チャネル当たりの反跳粒子収量 
N : 水素濃度 (個/ cm-2) 
Q : 入射イオン数 (9.4 × 1012 ) 
(dσ / dΩ) : 反跳微分散乱断面積[9] 
ΔΩ : 検出器の立体角 (9.8 mrad) 













表3 60 nm付近におけるKNbO3の水素濃度 

















































































 永続光伝導の結果より LED を照射し電流値が飽和した後 LED
を OFF にした直後に電流値が継続する PPC(Persistent 
Photoconductivity)現象が各種LED(紫外、青、緑、赤、赤外)に
おいて観測された。また、紫外 LED など波長が短い LED を照射
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